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Abstract (Basic): DE 19549202 A 

The diode (100) has a base (2) which can be pressed into an opening 
of a rectifier arrangement the base forming a single item with a 
platform (3). A semiconductor (4) fitted with a wire connector (8) is 
mounted on the platform. 

In the region of the platform, the bottom section (1) of the base 
has a wall (9) which surrounds the platform and the wall. The wall is 
separated from the platform by a trench (10), and the wall is formed as 



one piece with the bottom section. On the side of the wall remote from 
the trench a pressure area can be provided to take up the forces at 90 
degrees to the plane of the chip. 

USE/ AD VANTAGE - In generator rectifier assembly of motor vehicle. 
Increases rigidity of diode assembly to resist deformation when pressed 
into rectifier arrangement. 
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Prufungsantrag gem. S 44 PatG ist gestellt 
(g)Gleichrichterdiode 

@ Die Erfindung batrifft erne Gleichrichterdiode mtt einam 
Sockel, die in sine vorgesehene Offnung einer Gletchrichter- 
anordnung elnpreSbar lat, wobei auf dem Sockel einstQcldg 
mlt dem Sockel ein Podest angeordnet ist, auf dem 
seinerseits ein Halbleltertyp befestigt ist der wiederum mit 
einem Kopfdraht verbunden ist Bel der erfinderischen 
Konstruktion ist ein das Podest umgebender Wall vorgese- 
ban, der beim EinpreSvorgang eine niedrige und homogene 
Biegebeanspruchung an der Chipauflagefiache gewahrlei- 
stet sowfe im Verglelch zu einer Konstruktion ohne Wall die 
Chipzentrierung bei der Herstellung unkritischer macht 
Auch nicht so gut zentrierte Halbleiterchips stellen kein 
HIndemis mehr darfOr die Zuvertasslgkelt der Gleichrichter- 
_ diode. 
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Beschreibung Insbesondere vorteilhaft ist die Anordnung eines 

PreBbereichs auf der vom Graben abgewandten Seite 
des Walls. Dadurch wird eine Robustheit der Gleich- 
Stand der Technik richterdiode gegenuber Deformation beim Einpressen 

5 in eine Gleichrichteranordnung gewShrleistet Die 
Die Erfindung betrifft erne Gleichrichterdiode nach Kombination von PreBbereich, Wall und Graben verrin- 
dem Oberbegnff des Anspruchs 1. Es ist bekannt, gert die Biegebeanspruchung an der Chipauflageflache 
Gleichrichterdioden mittlerer und hdherer Leistungen im Vergleich zu einer Konstruktion ohne Wall 
als EinpreBdioden auszufQhren. Die EinpreBdioden wei- In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung ist vor- 
sen dabei einen EinpreBsockel auf. der in einer entspre- lo gesehen, daB der PreBbereich der EinpreBdiode durch 
chenden Ausnehmung einer Gleichrichteranordnung einen Wail vom Sockel getrennt ist, dessen Hohe unge- 
emgepreBt wird. Der EinpreBsockel tibemimmt dabei fahr halb so groB ist wie die Lange des Grabens zwi- 
gleichzeitig eine dauerhafte thermische und elektrische schen Sockel und Wall. Bei minimaler Biegebeanspru- 
Verbindung der Gleichrichterdiode mit der Gleichrich- chung wahrend des EinpreBvorgangs erreicht man da- 
teranordnung. Derartige Anordnungen sind beispiels- 15 bei im Rahmen gegebener Fertigungstechniken fQr den 
weise aus der Kraftfahrzeugtechnik bekannt, wo sie als Sockel gleichzeitig eine geringere Fehlerquote bei der 
Gleichrichter m den Kraftfahrzeuggeneratoren einge- Herstellung, da die Chipzentrierung auf der Chipaufla- 
setzt werden. Der EinpreBsockel weist dabei einen Be- geflSche des Podests weniger kritisch ist 
festigungsbereich auf, auf dem ein Halbleiterchip bei- Vorteilhaft ist die Kombination von Kopfzylinder und 
spielsweise durch Loten befestigt ist Auf dem Halblei- 20 Kopfkegel,weilsiedie VorteiledesKopf2ylinders(hohe 
ici cmp wiedei uiii ist ebenf alls bcispicls^'cise durch Ld- WSrmekapazitat/groBe Masse fOr e^^'^rHftHichft Tmnnk- 
ten ein sogenannter Kopfdraht befestigt, der elektrisch festigkeit der Diode) und d'eVkopfkegels (Steifigk^^^^ 
beispielsweise durch Loten oder SchweiBen fest mit ei- gegen Zugbelastung des Kopfdrahts, kleine Bauhdhe 
ner Phasenzuleitung des Kraftfahrzeuggenerators ver- der Gleichrichterdiode) m sich vereint 
bundenist 25 Vorteilhaft ist die optimierte Wahl des Winkels von 

Beim Eim)ressen der Gleichrichterdiode m eine vor- ca. 20** im Sinne eines Formschlusses mit der Verpak- 
gesehene Offnung einer Gleichrichteranordnung grei- kung. Trotz schrager Kontaktflache mit der Verpak- 
fen am Rande der Gleichrichterdiode mechanische kung ist die fur den FormschluB entscheidende normale 
KrSf te auf diese aa Diese mechanischen Krafte werden Komponente der Zugkraft (Fig. 4) nur wenige Prozent 
Qber den EinpreBsockel auf den Befestigungsbereich 30 kleiner als die axiale Zugkraft selbst 
des Halbleiterchips iibertragen. Beim Einpressen er- Vorteilhaft ist die kompakteBauweise durch eine spe- 
fahrt der auf dem Befestigungsbereich montierte Halb- zielle Ausgestaltung der Verpackung. Nur am Rande 
leiterchip erne Biegebeanspruchung. Auch die Lot- des Kopfes, dort, wo also groBe KrSfte fiber den Form- 
schichten zwischen Halbleiterchip und EinpreBsodcel schluB des Kopfes mit der Verpackung auftreten, bei- 
sowie zwischen Halbleiterchip und Kopfdraht sind von 35 spielsweise wenn die Zugkraft am Kopfdraht auch 
der BiegebeansjMnichung betroffen. nicht-axiale Komponenten aufweist, ist die Verpackung 

In der DE41 12286A1 ist der EinpreBsockel aus stark ausgelegt 
massivem MetaD ausgefflhrt, und zwar in Form eines Das Anbringen einer Fase oder einer Stufe o. a. am 
zentnsch angeordneten Podests, auf dem der Halblei- Kopfzylinder, am Sockel und/oder am Chip selber ist 
terchip montiert ist Dadurch ist bereits eine rSumliche 40 vorteilhaft da sich am Rande des Chips eine dickere 
Trennung des Halbleiterchips vom EinpreBsockekand, Lotschicht einstellen laBt im Vergleich zu einer Kon- 
auf den die EinpreBkraf te einwirken, gegeben. Trotz der struktion ohne Fase, Stufe o. a. Dadurch wird die Loter- 
raumlichen Trennung erfahren der Chip und die ihn mtidung am Chiprand reduziert 
umgebenden Lotschichten eine Biegebeanspruchung, Der VorteU einer Schulter besteht darin, daB em inni- 
die zum sofortigen Ausfall oder spater zum vorzeitigen 45 ger FormschluB des Sockels mit der Verpackung be- 
Altem der EinpreBdiode fuhren kann. steht AuBewiem geht man bei der Herstellung der Ver- 

Bei emer altemativen Konstruktion einer Gleichrich- packung beispielsweise von einer GieBharzmasse aus, 
terdiode ohne Podest und dieses Podest umgebenden die beim Trocknen auf den Sockel aufschrumpft und 
WaU hangt die Robustheit und Zuveriassigkeit des Bau- dadurch den Kopfbereich der Gleichrichterdiode samt 
teils davon ab, daB der Chip bei der Herstellung exakt 50 Halbleiterchip fest an den EinpreBsockel drtickt 
zentnert befestigt ist Eine schrage Kante an der Schulter vermeidet hohe 

mechanische Spannungen in der Verpackung, wenn die 
Vorteile der Erfindung Gleichrichterdiode beispielsweise unter Zugbelastung 

^. ^, , , . , , . steht Hohe mechanische Belastungen Oder auch thermi- 

Die Gleichrichterdiode mit den im Hauptanspruch 55 sche Spannungen bilden sich stets an scharfen Kanten 

genannten kennzeichnenden Merkmalen hat demge- aus. Durch die Verwendung einer schragen Kante am 

genuber den Vorteil, daB in einfacher Weise eine Ro- Ende der Schulter wird eine solche scharfe Kante ver- 

bustheit bezuglich Deformation, beispielsweise beim miedea 

Einpressen, erreicht wird. Dadurch, daB der Sockelbo- 

den im Bereich des Podests emen dieses Podest umge- eo Zerchnung 
benen Wail aufweist der mit dem Sockelboden einstGk- 

kig ist kann durch einfache geometrische Variationen Ein AusfQhrungsbeispiel der Erfindung ist in der 

der Hohe des Walls und seines Abstands vom Podest die Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Be- 

Steifigkeit des gesamten Sockels verbessert werden. schreibung naher eriautert Es zeigen 

Dmx^ die in den abhangigen AnsprOchen aufgefflhr- 65 Fig. 1 schematisch einen teilweise aufgeschnittenen 

ten MaBnahmen smd vorteilhafte Weiterbildungen und Querschnitt einer Gleichrichterdiode, Fig. 2 ein Detail 

Verbesserungen der im Hauptanspruch gegebenen aus Fig. 1 in einer schematischen VergrSBerung, Fig. 3 

Gleichnchterdiode mogUch. eine schematische Darstellung des Voigehens beim Ein- 
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pressen der Gleichrichterdiode, Fig. 4 ein weiteres De- 
tail aus Fig. 1 in einer schematischen VergroBerung, 
F!g. 5 ein drittes Detail aus Fig. 1 in einer schematischen 
Vergr6flerung. 

5 

Beschreibung des Ausfiihrungsbeispiels 

Fig. 1 zeigt eine allgemein mit 100 bezeichnete, in 
einem teilweise aufgeschnittenen Querschnitt darge- 
stellte Gleichrichterdiode, Die Gleichrichterdiode 100 lo 
besitzt einen Sockel 2 mit einem Sockelboden 1. Mit 
dem Sockel 2 ist einstuckig ein Podest 3 verbunden, auf 
dem seinerseits, beispielsweise durch Loten (Lot SbjL ein 
Halbleiterchip angebracht ist Der Halbleiterchip 4 sei- 
nerseits ist beispielsweise wiederum durch Loten (Lot is 
5a) uber einen Kopfzylinder 6 und einen Kopfkegel 7 
mit einem Kopfdraht 8 verbunden. Das vorzugsweise 
zentriert angeordnete Podest 3 ist von einem umlauf en- 
den Wall 9 und einen durch den Wall 9 und das Podest 3 
gebildeten Graben 10 umgeben. Vom Podest 3 aus be- 20 
trachtet befindet sich jenseus des Walls 9 noch ein PreB- 
bereich 11, auf den beim Einpressen der Gleichrichterdi- 
ode too Kr^te senkrecht zur Ebene des Haibleiterchips 
4 einwirken konnen. Der Kopfkegel 7, der Kopfeylinder 
6, der Halbleiterdiip 4 und das Podest 3 sind mit einer 2s 
Verpackung 13 umgeben, die von einer Schutzhulse 12 
begrenzt wiixL Das Podest 3 und der Kopfzylinder 6 
weisen zum Halbleiterchip hin am Rande eine Ease 16 
und/oder 17 auf (Rg. 5). Diese Fasen konnen, beispiels- 
weise mit Lot 18 und/oder 19, ausgefiillt sein. Femer ist 30 
am Rande des Chips eine Passivierung 14 angebracht, 
die den Chip und das Lot am Chiprand versiegelt Fer- 
ner weist das Podest 3 eine umlaufende Schulter 15 mit 
einer schrSgen Kante 20 au( die in die Verpackung 13 
hinemragt 35 

Bei der in der Fig. 1 gezeigten GleichrichtercOode 100 
ist besonders vorteilhaft, daB der Halbleiterchip 4 auf 
einem erh6htem Podest 3 befestigt ist, der von einem 
WaU 9 umgeben ist Der so gebildete Graben 10 hat 
dabei typischerweise eine L^ge, die ca. doppelt so groB 40 
ist wie die Hohe des Walls 9. Der Vorteil der Erfindung 
besteht darin, daB die Konstruktion besonders robust ist 
gegeniiber Deformation beim Einpressen der Gleich- 
richterdiode. Die Kombination von Podest und Wall/ 
Graben gew^rleistet eine homogenere und niedrigere 45 
Biegebeanspruchung an der Chipauflagefiache un Ver- 
gleich zu einer Konstruktion ohne signifikant ausgebil- 
deten Wall 9. Diese Robustheit wird durch Finite- Ele- 
mente-Rechnungen bestatigt Ein weiterer Vorteil ist, 
daB die Chipzentrierung im Vergleich zu der Konstruk- 50 
tionsfigur 4 der Schrift DE 41 12 286 weniger kritisch ist 
Bei der dort beschriebenen Konstruktion hangt die Ro- 
bustheit und Zuverlassigkeit des Bauteils wesentlich da- 
von ab, den Chip bei der Herstellung exakt zentriert zu 
befestigea Vorzugsweise ist bei der erfinderischen 55 
Konstruktion der Wall niedriger als das Podest, a a. um 
den Zugang zum Chip bei der Herstellung der Diode 
und bei der Passivierung nicht zu beemtrachtigea 

Nach Fig. 1 weist die Gleichrichterdiode 100 an ihrem 
Sockel Z beispielsweise am Umfang des Podests 3, eine eo 
Schulter 15 auf. Diese fakultative Schulter dient dazu, 
einen innigen FormschluB der Verpackung mit dem 
Sockel herzustellen. Zum einen ergibt sich mechanische 
Stabilitat, der Sockel ist gewissermaBen mit der Verpak- 
kung 13 verhakt. Zum anderen drOckt eine beispielswei- es 
se als GieBharzmasse ausgefOhrte Verpackung bei der 
HersteUung beim Austrocknen den Kopfteil der Diode 
samt Halbleiterchip auf den Sockel auf (^Aufschrump- 



fen"). So ergibt sich insgesamt eine stabile Konstruktioa 
Die Schulter 15 weist dabei eine schrage BCante 20 auf, 
wodurch das Auftreten hoher mechanischer Spannun- 
gen und die Gefahr der RiBbildung in der Verpackung 
bei auBeren mechanischen, aber auch thermisdien Bela- 
stungen, vermieden wird, die bei einem spitz zulaufen- 
den Ende der Schulter bestehen wiirde. 

Fig. 2 und 3 illustrieren den EinpreBvorgang bzw. die 
dabei auf die Gleichrichterdiode wirkende Kraft Beim 
Einpressen der Gleichrichterdiode in eine Gleichrich- 
teranordnung 36 verwendet man einen EinpreBstempel 
35 (siehe Fig. 3), der eine EinpreBkraf 1 37 auif den Sockel 
2 der Gleichrichterdiode 100 ubertragt Vorzugsweise 
ist dabei der EinpreBstempel 35 so ausgebildet, daB er 
nur auf einen Randbereich des Sockelbodens driickt 
Die Gleichrichteranordnung 36 iibt eine Gegenkraft 34 
auf den PreBbereich 11 des Sockels der Gleichrichterdi- 
ode 100 aus (siehe Fig. 2). Der Halbleiterchip 4 und die 
ihn umgebenden Lotschichten 5a, 5b liegen zum einen 
deutlich h6her als der Angrif fspunkt der Kraft, die beim 
Einpressen auf den Sockel einwirkt, und zum anderen 
sind sie durch den umlauf enden Graben 10 vom Bereich 
starker Deformation entkoppelt Dies hat zur Folge, dafi 
die Wahrscheinlichkeit, den Chip durch das Einpressen 
zu beschadigen, deutlich reduziert wird. FEM-Berech- 
nungen imd auch Versuche haben dies bestatigt AuBer- 
dem ist der Graben durch ein Breite- zu Tiefeverhiltnis 
2 : 1 so gestaltet, daB sich der Sockel kostengOnstig her- 
stellen laBt Die robuste und einfache Konstruktion von 
Podest mit Wall und Graben erlaubt also die Anwen- 
dung hoher EinpreBkrafte bei minimaler Deformation 
des Haibleiterchips. 

Die Befestigung des Kopfdrahts 8 (Fig. 4) ist so ge- 
staltet, daB drei wesentliche Anforderungen an diesen 
erfiilltwerden: 

1. Fur eine hohe Impulsfestigkeit, wie sie fur Di- 
oden, insbesondere fOr die bei den Generatoren 
gebrauchlichen Zenerdioden, gefordert wird, muB 
der Kopf 6, 7 eine moglichst hohe Warmekapazit^t 
habea Bei gegebenen Material benotigt man also 
eine hinreichend groBe Masse. Begrenzend wirkt 
dabei die Forderung nach m5glichst geringer Bau- 
h6he 29 der Gleichrichterdiode, wie sie fQr eine 
kompakte Bauweise erforderlich ist 
Z Der Kopf muB mdgtichst steif sein. Nach dem 
Einbau der Diode 100 in de Gldchrichteranord- 
nung 36 wird der Kopfdraht 8 wahrend des Betrie- 
bes durch Vibrationen auf Zug belastet Ist der 
Kopf lediglich zylinderformig ausgelegt, kann dies 
zu einer starken Durchbiegung fuhren, wenn Zug- 
belastungen senkrecht zur Ebene des Haibleiter- 
chips auf tretea Dies fOhrt zu einer stark inhomoge- 
nen Kr^teverteilimg auf der anliegenden Lot- 
schicht 5a, d. h. es kann lokal zu sehr hohen Span- 
nungen in der Lotschicht kommea Diese haben 
eine beschleunigte Altecung, eine Erhdhung des 
W^rmewiderstands und schlieBlkh den vorzeidgen 
Ausfall der Diode zur Folge. 
3. FOr eine hohe Temperaturwechselfestigkdt der 
Diode 100 ist es erforderlich, zwischen Kopf 6, 7 
und Sockel 2 einen FormschluB fiber die Verpak- 
kung 13 herzustellen. Hierzu muB der Kopf hinrei- 
chend mit VerguBmasse bedeckt sein. AUerdings 
tragt zur Verklammerung praktisch ausschlieBlich 
die Normalkomponente 32 der axialen Zugkraft 30 
bei (Fig. 4). Die tangentiale Komponente 31 der 
Zugkraft 30 kann als Klebekraft der VerguBmasse 
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an einer metallischen Oberfiache praktisch ver- 
nachl^sigt werden. In diesem Sinne w^e es ideal, 
den Kopf zylinderfdrmig auszubildea Dies wider- 
spricht aber den Fordeningen nach kompakter 
Bauhdhe bei gleichzeitig grofier Stei%keit 5 

Der Vorteil der Erfindung besteht hier nun darin, den 
Kopf aus einem Zylinder- und einem Kegeianteil auszu- 
bildea Der Kopfkegel 7 erlaubt eine hinreichende Be- 
deckung mit VerguBmasse am AuBendurchmesser, bei 10 
gleichzeitig kompakter Bauweise (kleine Bauh6he). Bei 
einem Winkel 33 des Kopfkegels 7 von typischerweise 
20" erhalt man trotz der Kegelform weiterhin eine opti- 
male Kraftnutzung fOr den FormschluB von Verpak- 
kung tind Kopf von ca. 94% der axialen Zugkraft Durch 15 
die kegelfdrmige Ausgestaltung eines Teils des Kopfes 
wird femer die Steifigkeit betrSchtlich erhdht und auf- 
tretende Zugki^fte somit gleichm§Big auf die gesamte 
R^che verteilt Der Kopfzylinder 6 hingegen gewShrlei- 
stet eine mSgiichst groBe Masse, um bei gegebener spe- 20 
zifischer WSrmekapazitat eine mSglichst hohe Impuls- 

c«»4.:»i..:« J — T »i — i-:-.^ — 

Die spezielle Auslegung der Verpackung 13 im Be- 
reich des Kopfes 6, 7 stellt eine weitere Optimierung dar 
im Sinne einer kompakteren Bauweise. Die Verpackung 25 
13 wird durch die Schulter 15 formschlussig mit dem 
Sockel 2 verbtmdea 

Weiterhin kann die Verpackung Krafte auf den Kopf 
ausuben. Diese Krafte sind im Randbereich des Kopfes 
hoher als in der Mitte des Kopfes, in der der Kopfdraht 30 
befestigt ist Die Verpackung ist daher im Randbereich 
des Kopfes wesentlich dicker ausgelegt als im mittleren 
Bereich (Fig. 1). So erl^t man ausgehend von der 
Schutzhulse 12 beispielsweise einen leicht ansteigenden 
Verlauf der Verpackung 13 hin zum Kopfdraht S. 35 

Fig. 5 zeigt ein Detail aus Fig. 1 an der Kante des 
Halbleiterchips 4. Kopfzylinder 6 und Podest 3 weisen 
jeweils am Rande eine Fase 16 und 17 auf. Der freie 
Bereich zwischen Podest und Halbleiterchip bzw. Halb- 
leiterchip und Kopfzylinder ist beispielsweise mit Lot 18 40 
bzw. 19 aufgefOUt Vorteilhaft daran ist, daB im Bereich 
der maximalen Durchmesser bei nmden Chips oder 
geometrisch angepaBten Sockeln bzw. K5pfen auf dem 
gesamten Umfang sich eine dickere Lotschicht einstel- 
len Mt, wodurch die Lotermiidtmg drastisch reduziert 45 
wird. Die LotennQdung und insbesondere das Lotkrie- 
chen, die durdi das unterschiedliche thermische Aus- 
dehnungsverfaalten von Silizium und Kopf bzw. Podest 
verursacht werden, hangen stark von den geometri- 
schen Verhaitnissen ab. Die Scherung der Lotschicht ist 50 
um so grSBer, je geringer die Schichtdicke des Lotes 
und je langer der gescherte Bereich isL Ober die Chip- 
diagonale bzw. an den Ecken wtirde das Lot verstarkt 
altem, und Lotkriechen konnte zum vorzeitigen Ausfall 
der Diode durch KurzschluB fOhren. Durch den zusatz- 55 
lich mit Lot ausgeftiUten Bereich 18 und/oder 19 wird 
also eine extrem hohe Temperaturwechsdf estigkeit der 
Diode erreicht So vereint man den Vorteil einer dunnen 
Lotschicht in der Mitte des Chips (kleiner Warmewider- 
stand) mit hoher Temperaturwechselfestigkeit Altema- eo 
tiv zu einer Fase kann man auch eine Stufe vorsehen, 
kann der Sockel oder der Kopf im Bereich der Chipek- 
ken abgerundet sein. Altemativ kann diese Rundung, 
Fase, Stufe usw. auch am Chip angebracht sein. Die 
Passivierung 14 bedeckt dabei das Lot 18 und/oder 19. 65 
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Patentansprache 

1. Gleichrichterdiode mit einem Sockel (2), die in 
eine vorgesehene Offnung einer Gleichrichteran- 
ordnung (36) einpreBbar ist, wobei auf dem Sockel 
(2) einstflckig mit dem Sockel ein Podest (3) ange- 
ordnet ist, auf dem seinerseits ein Halbleiterchip (4) 
befestigt ist, an dem se'merseits ein Kopfdraht (8) 
befestigt ist, dadurch gekennzeichnei daB der 
Sockelboden (1) im Bereich des Podests (3) einen 
dieses Podest umgebenden Wall (9) aufweist und 
daB der vom Podest (3) durch einen Graben (10) 
getrennte Wall (9) mit dem Sockelboden (1) ein- 
stilckig ist. 

2. EinpreBdiode nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB auf der vom Graben (10) abgewand- 
ten Seite des Walls (9) ein PreBbereich (11) ange- 
ordnet ist, der zur Aufnahme von senkrecht zur 
Ebene des Halbleiterchips (4) gerichteten Kraften 
ausgebildetist 

3. EinpreBdiode nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 

SCft.cixii^ciciiiici, uaw uci .^wiiciicii wau \pj uiiu ru- 
dest (3) ausgebildeter Graben (10) eine radiale Aus- 
dehnung hat, die ungefahr doppelt so groB ist wie 
die Hdhe des Walls (9) vom Grd^en (10) ab gerech- 
net 

4. EinpreBdiode nach einem der vorhergehenden 
AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, daB der Kopf- 
draht (8) fiber einen Kopfkegel (7) und einen Kopf- 
zylinder (6) mit dem Halbleiterchip (4) verbunden 
ist 

5. EinpreBdiode nach Anspruch 4, dadurch gekenn* 
zeichnet, daB die ManteUinie des Kopfkegels (7) 
einen Wuikel (33) von etwa 20** zur Ebene des 
Halbleiterchips (4) in Fig. I und die Gleichrichterdi- 
ode eine den Halbleiterchip (4) schfltzende Veipak- 
kung(13) aufweist 

6. EinpreBdiode nach Anspruch 4 oder 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB sie eine den Halbleiterchip (4) 
schiltzende, im Bereich des auBeren Randes des 
Kopfkegels (7) im Vergleich zum Bereich des Kopf- 
drahtes (8) dickere Verpackung (13) aufweist 

7. EinpreBdiode nach einem der vorhergehenden 
AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, daB das Po- 
dest (3) tmd/oder der Kopfzylinder (6) im Bereich 
des Halbleiterchips (4) am auSeren Rand eine Fase 
(16 und/oder 17) aufweist und daB im Berdch der 
Fase (16 und/oder 17) Lot (18 und/oder 19) und/ 
oder erne Passi^erung (14) angebracht ist 

8. EinpreBdiode nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das Po- 
dest (3), vorzugsweise in seinem unteren Teil, eine 
Schulter (15) aufweist 

9. EinpreBdiode nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Schulter (15) eine schrage Kante 
(20) aufweist 
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